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 به سوالات زیر بطور خلاصه پاسخ دهید: -1

 به نیمه هادی ذاتی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ Nالف( با افزایش ناخالصی نوع 

 ب( جریان اشباع معکوس دیود به چه عواملی بستگی دارد؟

 باشد؟ با دیود معمولی در چه میچیست و تفاوت آن  LEDج( 

 آل هستند( های زیر موارد خواسته شده را محاسبه کنید: )دیودها ایده در شکل -2

 

 

 

 

 

 گیرد؟ در مدار شکل زیر دو سر هر دیود حداکثر چند ولت ولتاژ قرار می -3
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 در شکل زیر ولتاژ خروجی را دقیقاً رسم کنید. -4

 

 

 

 آل فرض کنید. خروجی چند ولت است؟ دیودهای زنر را ایدهدر شکل زیر ولتاژ  -5

 

 

 

  را بدست آورید. RSدر مدار زیر  -6

I =      

 

 

 

سوخته است و قطع شده است اگر شکل موج ولتاژ ورودی سینوسی  D1در شکل زیر  -7

 متناوب باشد شکل ولتاژ خروجی را رسم کنید.
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πدهد؟ ) آمپر را نشان میجریان چند  DCدر شکل زیر آمپرمتر  -8 =  ) 

 

 

 

 

 چند میلی آمپر است؟ Iدر مدارهای شکل زیر جریان  -9

 

 

 

 

 

 چقدر است؟  Iدر مدار شکل زیر  -10
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αیک ترانزیستور دارای  -11 = جریان  mA 2ترانزیستور است، اگر بخواهیم از این      

 یان باید به بیس اعمال کنیم.جرر بگذرد چند میکرو آمپ

 چند ولت است؟  Vدر شکل زیر  -12

V  =     V  

 

 

 

 

در مدار زیر  -13
  

  
 تقریباً چقدر است؟ 

   =       
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 رود؟ ترانزیستور به اشباع می  Iبه ازای چه مقدار از  -14

V       =    

 

 

 

 

 چقدر است؟ VCEدر مدار شکل زیر  -15

V  =     V  

 

 

 

 

 .باشد mA 2چقدر باشد تا جریان کلکتور  RFدر شکل زیر  -16

V  =     V  
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 توان تلف شده در ترانزیستور چقدر است؟ -17

V  =     V  

 

 

 

 

 خروجی را حساب کنید. DCدر مدار شکل زیر جریان  -18

 

 

 

 

 

 چقدر است.  Vدر شکل زیر ولتاژ  -19
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را نشان دهد جریان هر دیود چند آمپر  V 100مقدار  DCر اگر ولتمتر در شکل زی -20

 شود. می

 

 

 

 

 مشخصه انتقالی مدار زیر را رسم کنید. -21

 

 

 

 

باشد مقدار ولتاژ خروجی را بدست  V 0.7در شکل زیر اگر ولتاژ آستانه هدایت دیودها  -22

 آورید.
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 بار را بدست آورید.زیر حدود جریان  زنری کننده در مدار تنظیم -23
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 در شکل زیر حداکثر جریان بار چقدر است؟ -24

 

 

   در مدار رگولاتور زیر از دیوید زنر با مشخصه زیر استفاده شده است. حداقل مقاومت  -25

 را بدست آورید.

 

 

 

باقی بماند ولتاژ  2Aو  200mAشکل زیر هرگاه جریان عبوری از دیود زنر بین در مدار  -26

کند. مقدار مقاومت برای آنکه  تغییر می 28v لیا 22vاست. ولتاژ ورودی از  18vدو سر دیود 

 ثابت بماند را بدست آورید. 18vولتاژ خروجی در 
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 ترانزیستور را بیابید. DCمقادیر نقطه کار  100برابر  βدر مدار زیر با فرض  -27 

 

 

 

 

ترانزیستور برابرند، به ازای سه مقدار زیر مقادیر  در مدار زیر با فرض اینکه بهره جریان دو -28 

 نقطه کار را بیابید:

𝛽الف(  = 𝛽ب(             = 𝛽ج(               =    

 

 

 

 

 

و  𝛽1ست با فرض بهم بستن ترانزیستورها به شکل زیر به آرایش دارلینگتون معروف ا -29 

𝛽2 دارلینگتون را بیابید. ترانزیستور ترانزیستورها، بهره جریان کل بعنوان بهره جریان 
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 ترانزیستورها را بیابید. نقطه کارمقادیر  100برابر  𝛽در مدار زیر با فرض هر دو  -30 

 

 

 

 

 

 بیابید. 130مساوی  βمقادیر نقطه کار مدار زیر را با فرض  -31 

 

 

 

 

 

ولت  7/0آل و )ب( بار دیگر با فرض افت ولتاژ  در مدار زیر )الف( با فرض دیودهای ایده -32

 روی هر دیود، جریان دیودها را بدست آورید.
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کیلو اهم تغییر کند و  10کیلو تا  1کننده زیر اگر مقاومت بار بین  الف( در مدار تنظیم -33

 ( I    ،V،      خصات زنر را بیابید )مش ولت ثابت باشد 2/6 بخواهیم خروجی روی

    Iولت ثابت بماند و  2/6ر روی دار بخروجی مولتاژ بخواهیم         ب( اگر برای 

 را محاسبه کنید.   آمپر باشد مشخصات دیود زنر و مقاومت مناسب سری  میلی 1برابر 

 

 

 

لتاژ ورودی، )ب( ولتاژ خروجی، )ج( جریان بار و برای مدار شکل زیر، نمودارهای )الف( و -34

را ترسیم نموده و مقادیر دقیق عددی مربوطه را محاسبه کرده و روی  D3)د( ولتاژ دو سر 

خروجی چقدر است؟ )و( مقدار ولتاژ ریپل خروجی را  dcنمودار نشان دهید. )ه( مقدار ولتاژ 

 ت آورید.را هم بدس« ریپل فاکتور»محاسبه کنید و )ز( مقدار 

اهمی تکرار شود و نتایج با  180میکروفاراد و بار  47با خازن های ه تا ز  * محاسبات بخش

 مقادیر قبلی مقایسه شود.
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باشد مقاومت ورودی و  100در مدار شکل زیر اگر ترانزیستور دارای ضریب بهره جریان  -35

 نمره( 4کننده را بدست آورید. ) مقاومت خروجی و بهره ولتاژ تقویت

 

 

 

 

 

ولت  6وات است و ولتاژ مؤثر ورودی مدار  8 ولتاژ خروجی یک مدار یکسوساز نیم موج -36

 باشد ولتاژ ریپل بار برحسب ولت چقدر است؟ می
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را  کیلو اهمییک بار یک  ولت است که 15ام موج دار یکسوساز تمولتاژ خروجی یک م -37

 ولت 3/0باشد تا ولتاژ ریپل از  فاراد آن چند میکرو ظرفیت خازن فیلتر کند حداقلمی تغذیه 

 بیشتر نشود؟

  =                              =
   

2     
=

1  1   

2     
                   V =

   

2  
 

I  =
   

R 
=

1 

1 
=                       =         F =     F 

 

+6v 

-6v 

2.2k 

4.7k Vi 

Vo 

C2 

C1 



 چقدر است؟ Iدر شکل زیر جریان  -38
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ها کمتر و ناخالصی لایه  ، ضخامت لایه ................... از بقیه لایهNPNدر یک ترانزیستور  -39

 ................... از بقیه بیشتر است.

 امینر -( کلکتور 4       بیس -( بیس 3      کلکتور  -( بیس 2    امیتر  -( بیس 1

شود؟  ترانزیستور چند ولت می   Vترانزیستور قطع شود،  در شکل رو به رو، اگر بیس -40 
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ایم که ترانزیستور وارد منطقه  را طوری تغییر داده   کننده رو به رو، مقدار  در تقویت -41

 ، چند میکروآمپر است؟ Iلت اشباع شده است. در این حا

1 )5/2 

2 )25 

3 )250 

 را تعیین کرد.  Iتوان مقدار  ( نمی4

 دهد؟ اتصال کوتاه شود چه اتفاقی برای مدار رخ می   رو اگر دیود  در مدار شکل روبه -42

 کند. ( ترانس داغ می1

 کند. داغ می 2 ( دیود 2

 شود. ( خروجی نیم موج می3

 مورد( هر سه 4

 

 اتم سیلسیوم دارای چند الکترون ظرفیت است؟ -43

 ........ قرار دارند.عیت منظم بنام ..............های سیلسیوم در یک وض اتم -44

یک نیمه هادی ذاتی در درجه حرارت اتاق دارای تعدادی حفره است. چه عاملی این  -45

 ها را ایجاد کرده است؟ حفره

 گویند. .......... می............ه را آزاد و حفر ادغام الکترون -46

 گویند. ......... می..............زمان بین ایجاد یک حفره و از بین رفتن آن را  -47
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 نیمه هادی دارای چند نوع جریان است؟ -48

 کنند. ها به چه سمتی حرکت می وقتی یک ولتاژ به نیمه هادی اعمال شود، حفره -49

 ......................ها  داد الکترون آزاد و حفرهیک نیمه هادی ذاتی تع در -50

 یابد. ها افزایش می حفره های آزاد و ....... درجه حرارت تعداد الکترون...............با  -51

 ............. است..........ها بسمت  های آزاد بسمت چپ به معنی حرکت حفره الکترون حرکت -52

 کنند. ............... عمل می.......ها مانند بار  حفره -53

 شوند؟ های اقلیت محسوب می ها حامل در چه نوع نیمه هادی حفره -54

 چند الکترون است؟ دارایکنید در مدار ظرفیت  نقره بهترین هادی است. فکر می -55

کنیم. اگر سمت چپ نیمه هادی به  اعمال می pیک ولتاژ خارجی به نیمه هادی نوع  -56

 کنند. های اکثریت نیمه هادی به چه سمتی حرکت می ی متصل باشد. حاملقطب مثبت باطر

 در یک کریستال هر اتم سیلسیم در مدار ظرفیت خود چند الکترون دارد. -57

 شود. .......... نامیده می............افتد  ولتاژی که در آن پدیده بهمن اتفاق می -58

 چقدر است؟ تخلیهده است. ولتاژ دو سر لایه ولت به یک دیود اعمال ش 20ولتاژ معکوس  -59

کنند و فقط  در یک میدان الکتریکی معمولی جریان الکتریکی را هدایت نمی اجسامی که -60

 شوند؟ ها عبور کند چه نامیده می های خیلی قوی جریان آن ممکن است در میدان

ماند که به   د باقی میبا شکستن هر پیوند و رها شدن هر الکترون، یک جای خالی در پیون -61

 گویند. ....... می...............آن 
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 به چه اتمی یون مثبت گویند. -65
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